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BF 457
BF 458
BF 459

SILIZIUM = NPN = PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Video=Endstufen in Schwarzweil=- und
Farbfernsehempfiingern,

filr NF=Endstufen mit hoher Speisespannung
und flr Treiberstufen im Horizemtal-

Ablenkschal tungen
Mechanische Daten: e = 8mor =
GehBuse: Kunstataff, ' 3-!?5 i
S0T-32 - = 12 Q "
(JEDEC TO-126) - 10 "
Der Kollektor ist mit der i max
metallischen Meontageflliche
leitend verbunden.
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Kurzdaten: BF 457 BF 458 BF 459
Kollektor-Sperrspannung IJ“ g = max. 160 250 oo W
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UI.T! g = max. J60 250 300, ¥
Kellektorstrom, Mittelwert IC AV = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert l'.’.‘ y " max. a00 mA
Gesamtverlustleistung bei .G S s0"c P'ln'l. = WAX. L W
Sperrschichttemperatur IJ = mAX. 150 *c
Gleichstromverstirkung 3
bei Uﬂ-lﬂ"’. -IIIJ-'JIJ. B = 26
Transit-Frequenz
bei ﬂm = 10 ¥, -IE = 15 mA 1'.' - 90 MHz
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Absolute Grengwerte: (giltig bis *J -n} BF 457 BF 458 BF 459
Eollektor-Sperraspannung bei ]! = 0: Uﬂ g = maZ. 160 250 oo ¥
Eallektor-Emitter-

Sperrspannung bei ln = 0 U“ o ™ WAL ‘150 250 doo v
Emitter-Sperrspannung bei ]E = 0: l..l'u g = wax. 5 ¥
Kollektorstrom, Mittelwert: ][: AV = BAX. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: ll.‘- N = max. 00 mA
Basisstrom: In = mAX. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei ‘GE p0°c: Ptn'l. " BAX. [ ] W
s+ ohme Kihlblech, bei ‘U g 25‘!: P'l-ut = mAX. 1,2 W
Sperrschichttemperatur: IrJ = maX. 150 *c
Lagerungstemperatur: ‘S- = min, =55 °c

8 = max. 150 °c
Whirmewiderstand: "
twischen Sperrschicht und Montagefllche: lth G E 10 K/
twischen Sperrschicht und Umgebung: lth U E 104 K/
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Kenawerte

bei *T = 250f, sofern nicht anders angegeben BF 457 BF 458 BF 458

Kollektor-Durchbruchspannung 5 )
bei ]c = 100 pA, lE = 0: E{BRi Ao ™ 160 250 00 v
Kollektor=Emitter-Durchbruchspannung 3

bed ]U = 10 mA, IB = Dz E{EH} CEo0 "= }ﬁﬂ 250 30{ v
Emitter-Durchbruchspannung 3 -

bei ]E = 100 pA, lE = D “iBH} EB 0 = 5 v
Kollektor-Reststrom <

bei UCB = oD V, lE = D: IEH 0 : 50 nA
hei UEB = 200 V, lE = 0; [CH 0 : 50 nA
bei “cn = 250 V, ]E = 0: [fﬂ 0 = L 50‘ nA
Emitter-Reststrom ¢ )

bei UIB = 3V, IE w D IEH o = 50 nA
Kollektor-Emitter-Restspannung ) ¢

bei [E = 130 mA, IE = 6 mA: LCE sat = 1 v
HF-Kollektor-Emitter-Restspannung 1]

bei 1. = 50 mA, 8 = 150°C: Uep sut HF ™ 15 v
nltlc#utru:vtrntirkun; 5

bei LCﬁ = 10 V, -Ir = 130 mi: B [ 26
Transit-Frequenz

bei Uﬂn = 10 V¥, -IE m 15 mA

umd I" = 100 MHz: IT = 80 MHz
Ausgangskapazithit

bei U = Jo Vv, I_ =0

und fCE 1 HI::1I k Caa, : 4,5 pF
Rickwirkungskapazitit

e B

12e

‘]' Die Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-Restspannung U(‘I sat HF ist diejenige
Kollektor-Emitter-Restspannung, bei der in e¢iner praktischen Schaltung die
Kleinsignalverstirkung auf 80 % des Wertes bei UCE = 60 ¥V abgesunken ist;
Eine weitere Erniedrigung von UCE ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-
rungen.

Datasheet Rev. 1.0 — 08/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BF457 Datasheet
Wik L 1000 -
. [
=z L d .
i BF 439. el ol
N
I o " "
. \\ i
109 0o
s
1
- l g4
Erlaubler Arbeds-
/ beresch bei dgd 90°C e
1 1] e
==n [ Wl oy C) 150 In 100 Uge (V) 1000
a
Rpop #
(KW
100
whelhs
I -
o I
e w wré w? wr? w'o s

Datasheet Rev. 1.0 — 08/20 — data without warranty / liability



